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【緒言】 

Pb(Zr,Ti)O3 はジルコニウム過剰領域の菱面体晶とチタン過剰領域の正方晶の組成相境界で大き

な圧電性が得られることから、広く実用化されている。しかし、Pb(Zr,Ti)O3 は毒性元素の鉛を含

有するため、非鉛の菱面体晶と正方晶圧電体が求められている。この中で正方晶圧電体はその数

が限定されており、我々はこれまで十分に検討されていない(Bi,K)TiO3 に着目した。 (Bi,K)TiO3

は焼結体の研究が行われており、飽和分極値(Psat)が 35 µC/cm2と報告されている 1)。一方で薄膜の

研究は、主に溶液法で報告されているが、正方晶が確認された膜の作製例は無く、電気特性にお

いても、焼結体で報告されているような十分に飽和した強誘電特性は報告されていない 2)。我々

は、(100)SrRuO3//(100)SrTiO3基板上に{100}に配向した正方晶(Bi,K)TiO3エピタキシャル膜の作製

し、強誘電性および圧電特性の発現することを報告した 3)。今回は、単結晶基板を用いて配向膜

制御を行い、さらに (Bi,K)TiO3膜の評価を行ったので報告する。 

【実験方法】 

膜厚約200 nm の(Bi,K)TiO3膜は、KrFエキシマレーザー(λ=246 nm)を用いたPLD法により、(100)、

(110)および(111)SrTiO3基板上に作製した。製膜条件は、酸素雰囲気下、基板温度 500 ℃である。 

得られた(Bi,K)TiO3 膜の結晶構造は、X 線回折(XRD)で評価した。 

【結果・考察】 

Fig.1に XRD 回折結果を示した。Fig. 1(a), (c), (e)の XRD 2θ-θ測定結果より、基板の面方位を反

映した{100}、{110}、{111}の三方位に配向した (Bi,K)TiO3 膜が作製できていることが確認され

た。Fig. 1(b), (d), (f)に、面内方向の配向を確認するために行った極点図形測定の結果を示す。どの

基板上でもスポット上の極が観察され、面内にも配向が揃っていることが確認された。このこと

から、SrTiO3基板上に三方位のエピタキシャル(Bi,K)TiO3 膜が作製できていることが確認された。 
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Fig. 1 (a, c, e) X-ray diffraction θ-2θ profiles and pole figure profiles measured at fixed 2θ angles 
corresponding to (b) (Bi,K)TiO3 {110}, (d) (Bi,K)TiO3 111, and (f) (Bi,K)TiO3 {110} for (Bi,K)TiO3 
films deposited on (a) (100) , (c) (110), and (e) (111)SrTiO3 substrates, respectively. 
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